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１．概要（Summary） 

金属半球面の一部のみ金属表面が露出する構造を作

製するための加工を行う。半球面の頂点を中心に、直径

数十～数百m の範囲のみ金属表面が露出した構造を、

金属半球に塗布したレジスト膜のレーザーリソグラフィー

により作製していただいた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

パターン投影リソグラフィシステム（筑波大）、および、高

速マスクレス露光装置（NIMS） 

【実験方法】 

筑波大微細加工 PFの職員が、NIMS微細加工プラッ

トフォームにてレジスト塗布、レーザー露光、現像を行っ

た（筑波大保有装置だけでは作製困難なため）。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レーザーリソグラフィーによりAu表面が露出した部分を

作製したAu半球は、壊れやすい試料に電気特性測定用

のコンタクトを形成するためのプローブとして用いる。Au

表面が露出した部分を介して電気コンタクトが得られるか

どうかを、プローブを金蒸着マイカ上にコンタクトさせてテ

スターで電気抵抗を測定して確認した。電気抵抗の測定

値と、このテストを数回繰り返す前後におけるレジスト膜の

状態を光学顕微鏡にて観察した結果を Fig.2に示す。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・関連文献 

M.Yoshitake et al., e-J. Surf. Sci. Nanotech. 13 

(2015) 307-311. 

・科研費No. 25420306、No.16K06283の支援 
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６．関連特許（Patent） 

(1) 吉武道子、柳生進二郎、知京豊裕，“コンタクトプロー

ブ及びその製造方法、非破壊的なコンタクト形成方法、
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Fig. 2 Electric resistance measured with the 

arrangement, and the optical microscopy 

images of the probe before and after the 

electric contact test. 


